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太陽光発電等に用いられる産業用パワーコンディショナは、過酷な環境での稼働、長期間使用

により過電流による故障が想定されるが、事故防止のためには早急な異常検知、復旧が必要であ

る。本研究では、パワーデバイスごとの過電流検知が可能な TSV（Through-Silicon-Via）構造の

MEMSロゴスキーコイルを作製した。 

デバイスの構造を図 1 に示す。中央部に Si-パワーMOSFET や Si-IGBTを想定した電極が配置さ

れ、これを取り囲むようにデバイスエッジに沿って、上面配線－TSV 内配線－下面配線が旋回す

る構造のロゴスキーコイルである。TSV 形成、めっき形成などの MEMSプロセスによりチップサ

イズが 10×10×0.3mm
3、TSV 直径 100µm、TSV 間中心距離 250µm、137 ターンのスパイラルコイ

ルを有するロゴスキーコイルを作製した。 

作製したMEMSロゴスキーコイルについて、中央部をミリングで貫通させたあと導線を通して

電流検出特性を調べた。専用プリント基板に固定したロゴスキーコイル中央に、電流立ち上がり

変化率 di/dt=10A/μs 一定とし、ピーク電流 40A まで 5A 間隔の 8 条件のパルス電流を印加して検

出電圧を増幅、積分して検出した。ロゴスキーコイルの検出電極に発生する電圧は微弱なピーク

であるが、検出回路を経由することでリファレンス電流センサと同等の出力が得られた。電流検

出特性を図 2 に示す。印加電流の増加にともないほぼ比例した検出特性が得られ、パワーデバイ

スの過電流検知への可能性を示すことができた。 

 

 

図 1. 作製したロゴスキーコイルの構造 

 

図 2. 過渡電流検知特性 
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